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１．はじめに： アモルファス Ta2O5(a-Ta2O5) 薄
膜は，誘電体薄膜材料の中でも高誘電率，高屈
折率，高密度であり，MIS デバイスの絶縁膜や，
低屈折率の薄膜と組み合わせた多層膜に利用
されている．弾性表面波(SAW)の分野において，
水晶や LiNbO3(LN)基板上に a-Ta2O5 薄膜を装
荷すると，ラブ波化，高結合化，バルク波放射
の抑圧が，波長の数%程度の薄い膜厚で現れる
ことが報告されている[1-4]．著者らは，試料が
プラズマに曝されないロングスロースパッタ
(Long-Throw Sputter: LTS)法を用いると，平行
平板型のスパッタリング装置による試料より
も，SAW の伝搬損失と TCD が小さく，屈折率
が高い a-Ta2O5薄膜が得られることを明らかに
した [5]．本報告では，Y カット X 伝搬
LiTaO3(Y-X LT)基板上のラブ波型 SAW [6-8]に
ついて，LTS 法により a-Ta2O5薄膜を装荷した
場合の伝搬特性と共振特性を評価した結果に
ついて述べる． 

 
２．試料作製： Y-X LT 基板上に波長= 8.0 m，
30 対のシングル電極を有する送受すだれ状電
極(IDT)パターンと，共振子パターンを Al 蒸着
薄膜(膜厚 1,000 Å)にて形成した．送受 IDT 間
の伝搬路は短絡表面である．LTS カソードを有
する RF スパッタリング装置を用いて，基板温
度 150℃にて，IDT と伝搬路上に a-Ta2O5 薄膜
を成膜し，規格化膜厚 h/=0.047~0.151 を有す
る試料を作製した．  
 
３．伝搬特性，共振特性の評価： 送受 IDT 間の
周波数特性を測定し伝搬特性を評価した．伝搬
路長が 50 のとき，薄膜未装荷の試料では，495 
MHz 付近に漏洩 SAW(LSAW)の応答が存在し，
その挿入損失(IL)は約 55 dB と非常に大きな値
であった．薄膜を装荷すると IL は低減し，後
述するようにラブ波型 SAW に移行した
h/=0.120 の試料の IL は，未装荷試料よりも約
40 dB 低減した．図 1 に中心周波数より求めた
位相速度 v を示す．図中には，平行平板型 RF
スパッタリング装置により成膜された a-Ta2O5

薄膜の弾性定数[9]を用いた計算値も示す．膜
厚に対して位相速度は減少し，h/=0.120 では，
バルク横波よりも遅い 3,337 m/s まで低減した
ことから，ラブ波型 SAW に移行したと考えら
れる．伝搬路長に対する最小挿入損失の傾きに
より求めた伝搬損失(PL)を，LSAW 伝搬減衰の
計算値と共に図 1 中に示す．ラブ波型 SAW へ 
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図 1  位相速度と伝搬損失 
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図 2  共振特性 

 
の移行に伴う PL の低減が観測され，h/=0.120
の試料では 0.03 dB/であった．また，その試
料の結合係数 K2は 5.8%と測定された．図 2 に
は，IDT 対数 70.5，反射器本数 50 本の共振子
パターンの共振特性(アドミタンス振幅)を示
す．膜厚の増加に伴い共振特性は向上した．図
2 中に示す 36°Y-X LT 基板上の同一共振子パ
ターンによる共振特性と比較すると，
h/=0.120 の試料では，比帯域幅，共振 Q 値
を除いて同等以上の特性が得られた． 
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